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Abteilung Nano Device Technologies startet zum 1. April 
2020 am Fraunhofer ENAS

Seit dem 1. April 2020, trägt die Abteilung »Back-End of Line« des Fraunho-
fer-Instituts für Elektronische Nanosysteme den neuen Abteilungsnamen 
»Nano Device Technologies«. Die Abteilung wurde 2008 mit dem Schwer-
punkt Metallisierungs- und Interconnectsysteme für die Mikroelektronik 
gegründet. In den letzten zwölf Jahren entwickelten sich innerhalb der 
Abteilung neue Kompetenzen, darunter die Themenfelder Memristoren, 
CNT-basierte Komponenten und Magnetfeldsensorik basierend auf Spintro-
nik, welche auch die Forschungsthemen in der Simulation erweiterten. Die 
Umbenennung der Abteilung ist eine Folge des heute bestehenden Profils.

Der Schwerpunkt der Abteilung liegt heute im Bereich der Nanobauelemente und 
Nanointegrationstechnologie. Dabei werden verschiedene Geschäftsfelder des 
Fraunhofer ENAS adressiert, insbesondere „Mikro- und Nanoelektronik“ sowie 
„Sensor- und Aktorsysteme“. 

Die Mikro- und Nanoelektronik  sowie Sensorik/Aktorik gehören zu den Schlüsseltech-
nologien des 21. Jahrhunderts. Derzeit werden verstärkt Nanomaterialien nutzbar 
gemacht. Das Fraunhofer ENAS fokussiert unter anderem auf die Integration von 
Kohlenstoffnanoröhren in neuartiger Elektronik und Sensorik. Das umfasst Entwicklun-
gen zu Integrationstechnologien in verschiedene Systeme (z.B. MEMS, MOEMS, AISC), 
die mit Siliziumtechnologien kompatibel sind, aber auch neue Technologien für flexible 
Elektronik.  So wurde eine Nanotechnologieplattform etabliert, die funktionelle Grund-
elemente wie Kohlenstoffnanoröhren- Transistoren mit hoher Integrationsdichte auf 
Waferlevel für die Forschung und Entwicklung sowie Anwendungen bereitstellt.

Angesichts der zunehmenden Herausforderung bei der Miniaturisierung von konven-
tionellen CMOS-Schaltkreisen für Rechner, ist eine weitere Leistungssteigerung allein 
durch Miniaturisierung perspektivisch ökonomisch kaum mehr vertretbar. Im weltweit 
voranschreitenden Digitalisierungsprozess wird deshalb auch an neuen elektronischen 
Bauelementen und Architekturen für die Rechner von morgen geforscht. Derartige 
Rechner vereinen Datenverarbeitung und -speicherung an einem Ort und ermögli-
chen energieeffizientes maschinelles Lernen, neuromorphes Rechnen und Datenver-
schlüsselung am Ort der Datenentstehung. Eines der wichtigsten neuen Zweitor-
Bauelemente, der sogenannte Memristor, ermöglicht Datenverarbeitung und 



-speicherung an einem Ort. Memristor ist ein Kunstwort aus Memory und Resistor.
Die am Fraunhofer ENAS entwickelten Memristoren basieren auf Vorarbeiten am und 
in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR).  So wurden 
Memristoren auf der Basis von BiFeO3 entwickelt, welche sowohl digitale und 
analoge Datenspeicherung als auch digitale und analoge Informationsverarbeitung 
ermöglichen. Um energieintensive KI-Computer abzulösen, wird derzeit KI in energie-
effiziente Allzweck-Mikrocontroller mit trainierbaren neuronalen Netzen integriert. 
Perspektivisch soll KI in anwendungsspezifische, analoge elektronische Schaltungen 
mit trainierbaren neuronalen Netzen und direkten Schaltungs-Sensor-Schnittstellen 
integriert werden. Dabei ist das neuronale Netz eine Crossbar-Schaltung mit Memris-
toren, welche Daten sowohl verarbeiten als auch speichern können.

Im Bereich der Spintronik geht es am Fraunhofer ENAS vor allem darum, mehrdimen-
sionale und besonders sensitive Magnetfeldsensoren auf Basis des GMR- (giant 
magnetoresistance) und TMR- (tunneling magnetoresistance) Effektes zu entwickeln 
und für verschiedene Anwendungsumgebungen nutzbar zu machen. Anwendungs-
beispiele umfassen dabei u.a. die Messung der elektrischen Stromstärke sowie die 
Positions-/ Abstandsbestimmung unter besonderer Beachtung der Beherrschung 
magnetischer Störfelder.

Diese Themenfelder der Abteilung Nano Device Technologies werden durch die 
Prozessorientierten Bereiche Nass- und Oberflächenprozesse, Nanostrukturierung, 
und Nano-Prozessintegration sowie die Prozess- ,Anlagen- und Bauelementesimula-
tion ergänzt. 

Weitere Informationen finden sie unter:

www.enas.fraunhofer.de 
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Die Fraunhofer-Gesellschaft mit Sitz in Deutschland ist die weltweit führende Organisation für anwendungsorientierte Forschung. Mit ihrer 
Fokussierung auf zukunftsrelevante Schlüsseltechnologien sowie auf die Verwertung der Ergebnisse in Wirtschaft und Industrie spielt sie eine 
zentrale Rolle im Innovationsprozess. Als Wegweiser und Impulsgeber für innovative Entwicklungen und wissenschaftliche Exzellenz wirkt sie 
mit an der Gestaltung unserer Gesellschaft und unserer Zukunft. Die 1949 gegründete Organisation betreibt in Deutschland derzeit 74 
Institute und Forschungseinrichtungen. Rund 28 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend mit natur- oder ingenieurwissenschaftli-
cher Ausbildung, erarbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 2,8 Milliarden Euro. Davon fallen 2,3 Milliarden Euro auf den Leistungsbe-
reich Vertragsforschung. 
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